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 功率半导体=功率分立器件+功率IC。功率半导体在生活中随处可见，分为功率分立器件和功率IC，应用广泛。

类似于：半导体=分立器件+集成电路IC。功率IC相当于SOC，功率模块相当于SIP。功率IC属于模拟IC的范畴。 

 需求驱动力：汽车电子、工业自动化。据Yole数据，2017年全球功率半导体市场规模超300亿美元。根据

Infineon预估，汽车中功率半导体量价齐升驱动汽车对功率半导体需求中长期增速约为8%。根据ON Semi报

告，2016年全球工业功率半导体市场规模约为90亿美元，预计2020年有望达125亿美元，年复合增速约为9%。 

 功率分立器件：二极管、MOSFET、IGBT。根据Yole数据，2017全球功率分立器件和模块市场规模约为150

亿美元，其中二极管约占20%，MOSFET约占40%，IGBT及功率模块约占30%。全球功率分立器件市场竞争

格局总体上较为分散，但高端产品主要由美欧日垄断。 

 MOSFET ：供不应求、交期延长、涨价蔓延。2017年以来，受益于市场需求旺盛，国际大厂产能向高端转移，

上游硅晶圆供不应求，产能扩充不及时，供应紧张导致交货周期不断延长，涨价沿产业链蔓延。我们预计行业

高景气度有望持续到2022年。 

 国产化良机：大陆厂商迎发展良机，进口替代空间大。一方面国际大厂纷纷转攻高端产品让出低端市场，另一

方面目前国产化水平非常低，本轮功率半导体的缺货潮有利于国内企业切入更多客户，进一步提高市场率，进

行进口替代。 

 建议关注：功率分立器件IDM、8英寸晶圆代工。IDM主要有杨杰科技、华微电子、士兰微等；晶圆代工主要

有华虹半导体、中芯国际等。 

 风险提示：半导体行业周期性风险，市场竞争加剧风险，功率半导体降价风险。 

核心观点 
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1、功率半导体=功率分立器件+功率IC 

3、功率分立器件：二极管、MOSFET、IGBT 

4、MOSFET：供不应求、交期延长、涨价蔓延 

6、建议关注：功率分立器件IDM、8英寸晶圆代工 

2、需求驱动力：汽车电子、工业自动化 

7、风险提示 

5、国产化良机：抢占市场、跟进涨价、进口替代 
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功率半导体=功率分立器件（模块）+功率IC 

资料来源：WSTS，光大证券研究所 

功率半导体=功率分立器件（模块）+功率IC 
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类似于：半导体=分立器件+集成电路IC。功率IC相当于SOC，功率模块相当于SIP。功率IC属于模拟IC的范畴。 

半
导
体
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功率半导体的作用 

资料来源：infineon，光大证券研究所 

功率半导体两大作用：电源开关、电源转换 

5 

传递小信号 小信号转变为大信号 
控制器 
PMIC 

驱动器 
Driver IC 开关 

MOSFET 
IGBT 
模块 

电源开关的原理是用小电流控制大电流，小电流部分PMIC 和 Driver IC为功率IC，而大电流部分开

关为MOSFET、IGBT等功率分立器件或模块。 

电源转换是指充电用电过程中交流电、直流电的相互转换。在小功率设备中，比如智能手机中的升

压器、降压器、稳压器可集成在PMIC中，或做成单独功率IC；而在大功率设备中，比如电动汽车中

的整流器、逆变器等一般则是由功率分立器件组成的功率模块。 

电池 

用电设备 

IC：5、3.3、2.5、1.8、1.2、0.9V等； 
马达：3、6、12V； 
LED灯背光 
LCD屏 
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电源转换：AC、DC之间的相互转换 
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AC-AC：变压器 

• 变压器既可以降压，也可以升压，甚至用来隔离

而不改变电压值。 

AC-DC：整流器 

• 常见的是整流二极管和晶闸管。几乎所有的家用

电器和电脑中都有整流器，安装在电器的电源中。 

DC-AC：逆变器 

• 用晶闸管来实现。用在UPS和变频器中，例如变

频空调。 

DC-DC：升降压变换器\稳压器LDO 

• 常用在仪器仪表中。 

电源有交流电（AC）和直流电(DC)之分，在很多情况下，需要AC、DC之间进行变换。 

AC、DC之间的相互转换 

资料来源：上海交通大学《电工学》 
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电子设备中用于电源转换或者电源管理的半导体称为功率半导体 

资料来源：Rohm，光大证券研究所 

常见电子设备中的功率半导体 
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请务必参阅正文之后的重要声明 

功率半导体应用广泛 
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功率半导体应用广泛 

资料来源：Infineon 

随着对节能减排的需求迫切，功率半导体的应用领域已从工业控制和4C（通信、计算机、消费电子、汽车）领域，进
入新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多市场。 



1、功率半导体=功率分立器件+功率IC 

3、功率分立器件：二极管、MOSFET、IGBT 

4、MOSFET：供不应求、交期延长、涨价蔓延 

6、建议关注：功率分立器件IDM、8英寸晶圆代工 

2、需求驱动力：汽车电子、工业自动化 

7、风险提示 

5、国产化良机：抢占市场、跟进涨价、进口替代 
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2017-2021半导体行业复合增速预测及2017年半导体市场规模 

资料来源：2017-2021半导体行业复合增速为IHS预测，2017年半导体市场规模来自ABI Research 

汽车和工业应用是半导体行业增速最快的领域 
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功率半导体的四大应用领域 
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据IHS数据，2017年全球功率半导体市场中工业应用市场占比为34%，汽车应用市场占比23%，消

费电子应用占比为20%，无线通讯应用占比为23%。 

工业, 34% 

汽车, 23% 

消费电子, 

20% 

无线通讯, 

23% 

2017年功率半导体四大应用领域占比 

资料来源：IHS2018 
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电动汽车中功率半导体的价值量约是传统汽车的15倍 

资料来源：Strategy Analytics，2017 

电动汽车中功率半导体的价值量约是传统汽车的15倍 
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传统燃油汽车中功率半导体价值量约为17美元，而电动汽车中功率半导体的价值量约为265美元，

大约是燃油汽车的15倍。 
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智能化ADAS、车载电子对功率半导体需求提升 
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汽车电子方框图 

资料来源：Rohm 
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汽车ADAS系统中的功率半导体 

资料来源：ON Semi 

ADAS系统中需要大量功率半导体 
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汽车应用对功率半导体需求增速约为8% 

资料来源：Infineon2018 

量&价提升驱动汽车应用未来几年需求增速约为8% 
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全球汽车产量增长 
电动化 

智能化 舒适化 

汽车应用对功率半导体需求未来3-5年增速约为8% 

量 价 

根据Infineon预估，随着全球汽车产量增长，同时汽车电动化、智能化、舒适化趋势带来汽车中单

机功率半导体价值量提升，共同驱动汽车对功率半导体需求未来3-5年增速约为8%。 
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2020年汽车功率半导体市场有望达70亿美元 
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2020年汽车功率半导体市场有望达70亿美元 

资料来源：IHS, ON Semi 

根据ON Semi报告，2016年全球汽车功率半导体市场规模约为55亿美元，预计2020年汽车功率半

导体市场规模有望达70亿美元。 
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工业自动化系统方框图 

资料来源：Rohm 

工业自动化系统中需要大量的功率半导体 
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2020年工业功率半导体市场有望达125亿美元 

资料来源：IHS, ON Semi 

2020年工业功率半导体市场有望达125亿美元 
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根据ON Semi报告，2016年全球工业功率半导体市场规模约为90亿美元，预计2020年工业功率半

导体市场规模有望达125亿美元，年复合增速约为9%。 
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第三代 GaN 和 SiC功率半导体未来有望高速发展 
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2020年工业功率半导体市场有望达12亿美元 

资料来源：IHS, ON Semi 

根据ON Semi报告，2016年全球第三代功率半导体市场规模约为3亿美元，预计2020年第三代功率

半导体市场规模有望达12亿美元。 
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2017功率半导体市场规模超400亿美元 

资料来源：Yole2017 

功率半导体市场规模超300亿美元 
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据Yole数据，2017年功率半导体市场规模超300亿美元，其中功率分立器件和模块市场规模约为150亿美元，功率IC

约为200亿美元。预计功率分立器件2016-2021复合年增长率为3.1%，功率IC 2016-2021复合年增长率为3.4%，功

率模块2016-2021复合年增长率为7.0% 。 

赛迪顾问数据显示，2016年我国功率半导体市场规模持续扩大，达到1496.1亿元，同比增长7.2%。 

2017E 2016 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 



1、功率半导体=功率分立器件+功率IC 

3、功率分立器件：二极管、MOSFET、IGBT 

4、MOSFET：供不应求、交期延长、涨价蔓延 

6、建议关注：功率分立器件IDM、8英寸晶圆代工 

2、需求驱动力：汽车电子、工业自动化 

7、风险提示 

5、国产化良机：抢占市场、跟进涨价、进口替代 
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二极管3B$，MOSFET6B$，IGBT及模块4.5B$ 
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模块 

功率半导体主要包括二极管、晶闸管、BJT、MOSFET、IGBT及模块。根据Yole数据，2017全球功率分立器件和模块

市场规模约为150亿美元，其中二极管约占20%，MOSFET约占40%，IGBT及功率模块约占30%。 

功率分立器件（模块）市场结构按产品划分 

资料来源：Yole 2017 
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功率分立器件（模块）市场竞争格局（2016） 

资料来源：IHS  

功率分立器件（模块）市场竞争格局 
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Infineon, 18.5% 

ON Semi, 9.2% 

STM, 5.3% 

Mitsubishi, 

4.9% 

Toshiba, 4.7% 

Vishay, 4.5% Fuji, 4.2% Renesas, 4.1% 

Rohm, 2.6% 

Semikron, 2.6% 

other, 39.4% 

根据IHS数据，功率分立器件（模块）市场竞争格局总体上较为分散，英飞凌为全球龙头。 



请务必参阅正文之后的重要声明 

功率分立器件（模块）巨头产品布局 
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国际功率分立器件（模块）巨头产品布局 

资料来源：ON Semi 
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二极管：大部分二极管属于功率半导体 
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二极管 整流 
整流二极管 

快整流（开关）二极管 

高频二极管 
检波器二极管 

光电二极管 

齐纳二极管 

快恢复二极管FRD 

肖特基二极管SBD 

功率半导体 

二极管分类 

资料来源：Rohm 

一般情况下，FRD和SBD比整流二极管要高端一些。 
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二极管：不同二极管性能及应用 
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类型 特点 正向电压 漏流 反向恢复 价格 应用 

整流二极管 普通 \ √ \ √ 通用整流/反向连接保护 

快整流（开关） 
二极管 

开关 \ √ X X 简单开关/单片机开关 

肖特基二极管SBD 
高速（～200V）/ 

低 VF 
√ \ √ \ DC-DC变换器/ AC-DC整流器 

快恢复二极管FRD 高速（～200V） \ √ √ \ AC-DC整流器/DC-AC逆变器 

备注：√：好；X：差；\：无 

不同二极管性能及应用 

资料来源：Rohm 
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全球功率二极管行业市场空间及竞争格局（2015） 

资料来源：Rohm 
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STM, 9% 
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other, 
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17% 

NXP, 

15% 

ON 

Semi, 

14% 

Nihon 

Inter, 6% 

Shinden

gen, 5% 

other, 

43% 

全球功率二极管行业市场竞争格局 
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• 二极管行业市场竞争格局较为分散 

• Vishay是全球最大的整流二极管厂商 

 

整流二极管 
~0.4b$ 

 

FRD 
~0.8b$ 

 

SBD 
~0.8b$ 
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晶体管：大部分晶体管属于功率半导体 
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晶体管 BJT 
小信号 

功率 

MOSFET 

IGBT 功率 

数字晶体管 

小信号 

功率 

功率半导体 

晶体管分类 

资料来源：Rohm 
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晶体管：不同晶体管性能对比 
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种类 驱动方法 驱动电路 输入阻抗 驱动功率 开关速度 开关频率 安全工作区 饱和电压 

BJT 电流 复杂 低 高 慢（us） 低 窄 低 

MOSFET 电压 简单 高 低 快（ns） 
快 

（<1MHz） 
宽 高 

IGBT 电压 简单 高 低 中 中 宽 低 

不同晶体管性能对比 

资料来源：Rohm 

MOSFET电流可以做到上KA，但是耐压能力没有IGBT强。 

IGBT可以做很大功率，电流和电压都可以，但频率不是太高。 
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功率分立器件（模块）应用领域 

资料来源：孙伟锋《功率半导体器件与功率集成技术的发展现状及展望》 

晶体管：MOSFET和IGBT应用比较 
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功
率
（

W
）

 

频率（Hz） 

MOSFET可应用于开关电源，镇流器，高频感应加热，高频逆变焊机，通信电源等高频电源领域。 

IGBT常应用于电动汽车、焊机，逆变器，变频器，电镀电解电源等领域。 
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2016年全球IGBT市场竞争格局 

资料来源：IHS 

IGBT主要厂商产品布局 

资料来源：Yole 

IGBT及模块：竞争格局较为集中 
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全球IGBT 市场中最主要的供应厂商包括英飞凌、三菱、富士电机、东芝、ABB、仙童。 

西门康、仙童（Fairchild）等企业在消费级IGBT 领域处于优势地位； 

ABB、英飞凌、三菱电机在中等电压的工业级IGBT 领域占据优势； 

在3300V 以上高电压等级的领域，主要由英飞凌、ABB、三菱三家公司占据垄断地位。 

英飞凌, 

24.50% 

三菱, 

24.40% 
富士电机, 

12.20% 

赛米拉, 

9.70% 

安森美, 

5.60% 

日立, 

3.20% 

其他, 

20.40% 
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全球功率MOSFET市场竞争格局（2016） 

资料来源：IHS, Rohm 

MOSFET：竞争格局较为集中 
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Infineon, 

20% 

Vishay, 

12% 

Renesas, 

11% Fairchild, 

9% 

Toshiba, 

5% 

Other, 

44% 
低压MOSFET 
（2015） 

Infineon, 

36% 

STM, 

19% 

Toshiba, 

11% 

Fairchild

, 10% 

Fuji, 5% 

Other, 

19% 

高压MOSFET 
（2015） 

26.4% 

13.4% 

9.2% 

7.5% 

7.3% 

5.8% 

4.7% 

3.6% 

3.0% 

2.2% 

2.0% 

1.9% 

1.5% 

1.2% 

英飞凌 

安森美（仙童） 

瑞萨 

东芝 

意法半导体 

威世 

AOS

恩智浦 

美高森美 

美格纳 

罗姆 

IXYS

达尔 

德州仪器 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%



1、功率半导体=功率分立器件+功率IC 

3、功率分立器件：二极管、MOSFET、IGBT 

4、MOSFET：供不应求、交期延长、涨价蔓延 

6、建议关注：功率分立器件IDM、8英寸晶圆代工 

2、需求驱动力：汽车电子、工业自动化 

7、风险提示 

5、国产化良机：抢占市场、跟进涨价、进口替代 
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MOSFET需求端：高端需求（汽车&工业）快速增加 
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原有3C用低端MOSFET需求稳定增加，汽车工控用高端

MOSFET需求快速增加。 

根据Yole数据，汽车用MOSFET于2016 年首次超过计算存储

成为最大的应用领域，预计到2022 年MOSFET 在汽车领域

的应用占比将达到22%。 

1、车用及工控MOSFET需求快速增长 

2、云计算和服务器应用MOSFET大幅增加 

3、3C产品搭载MOSFET数量持续增加 

4、物联网MOSFET需求快速提升 

高
端
化 

全球功率MOSFET市场规模预测 

资料来源：Yole2017 

2017E 2016 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 
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MOSFET供给端①：IDM大厂产能向高端产品转移 
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1、国际IDM厂将低端3C应用产能 

转移到高端车用及工控MOSFET 

2、国际IDM厂将部份MOSFET产能 

移转生产IGBT 

• 过去10年MOSFET市场需求集中在计算机或手机等3C产品 

• IDM厂每年都有扩增产能及制程缩小，在供过于求的情况下，价格年年下杀 

• 直到2015年及2016年，价格跌到几乎无法赚钱时，部分IDM厂开始淡出市场 

• 如日本瑞萨（Renesas）就在3年前宣布退出3C应用MOSFET市场，英飞凌、威世（Vishay）、意法、安森

美（ON Semi）等国际IDM大厂近几年来也并无扩产计划。 

2016年时原有低端3C应用MOSFET供需关系基本稳定 

高端需求（汽车&工业）快速增加 

车用及工控用MOSFET产品的技术要求更高，

毛利率也更高。 

IGBT在电动汽车上应用需求高，IGBT由BJT和

MOSFET组合而成，比MOSFET更高端一些。 
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MOSFET供给端②：晶圆代工产能不足、扩产受限 
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6英寸及8英寸晶圆代工产能不足 

• MOSFET目前仍主要在6英寸及8英寸晶圆上生产 

• 代工厂逐渐将8英寸晶圆产能转向12英寸 

• CIS、指纹识别应用在8英寸上挤占MOSFET产能 

• 8英寸硅片厂商扩产谨慎 

• 设备厂商研发12英寸设备，停产8英寸新设备 

• 8英寸二手设备短缺 

8寸晶圆代工扩产受限 

晶圆大尺寸趋势：12英寸（300mm）晶圆成为主流 

全球硅片出货面积 

资料来源：环球晶圆 

全球硅片出货面积结构 

资料来源：环球晶圆 
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MOSFET供不应求①：交货周期延长 
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• 一般来说MOSFET、整流管和晶闸管的交货周期是8 -12周左右。 

• 根据富昌电子2017Q4报告指出，英飞凌、Diodes、飞兆（安森美）、安森美、安世，ST，

Vishay的低压MOSFET产品交期均延长至在16-30周区间。 

• 根据富昌电子2018Q2部分MOSFET、整流管和晶闸管交期已进一步延长到20至40周。高中低压

MOSFET、IGBT的交期趋势呈现了全面延长的局面，有的低压MOSFET的交期超过40周，IGBT最

长交期达50周。 

8-12周 16-30周 20-40周 

一般情况 2017Q4 2018Q2 
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硅片价格走势 

资料来源：环球晶圆 

MOSFET供不应求②：涨价沿产业链传导，形成正反馈 

38 

• 根据国际电子商情报道，多家国内外原厂发布了自2018年1月1日起

涨价的通知，主要集中在MOSFET、电源IC、LED驱动IC等产品，

有的涨幅达到了15%-20%，其中MOSFET涨幅当属最大。 

• 根据国际电子商情报道，随着Q3传统消费性电子旺季来临，茂矽、

汉磊、新唐等MOSFET和IGBT订单满到年底，MOSFET价格有望继

续上涨10%。 

代工

涨价 

产品涨价 

硅片

涨价 

• 2017年12英寸硅片供不应求且价格逐季调涨，8英寸硅
片价格也在2017H2跟涨，累计涨幅约10%，2018Q1的
8英寸硅片价格继续上涨。 

• 2017Q4，台系晶圆代工厂世界先进对8英寸代工调涨
5%~10%，大陆晶圆代工厂无锡华润上华也发布涨价通知。 

• 2018Q2，联电8寸晶圆代工产能供不应求，已启动一次性
涨价，预计涨幅高达20%。 

• 根据国际电子商情报道， 2018Q3预期继续涨价，其中6吋
晶圆代工价格调涨10-20%，8吋晶圆代工价格亦调涨5～
10%。 

1. 硅片供不应求涨价 

2. 下游产品涨价促进硅片涨价 

3. 硅片厂商考虑扩产 

1. 产能利用率提升消化硅片涨价成本 

2. 代工跟进涨价向下游转移硅片成本 

3. 代工调整产品结构提升毛利率 

4. 代工考虑扩产 

1. 2018以来，8英寸产品普涨，MOSFET涨幅较高。 

2. 2018H1产品逐季调涨5%-10%。 

3. 代工产能供不应求，代工涨价转移给原厂，我们

预计2018H2产品有望继续逐季调涨5%-10%。 

华虹半导体产能及产能利用率 

资料来源：华虹半导体 
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8英寸景气判断：预计行业高景气持续到2022年 
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• 2016年，200mm晶圆制造能力已进入短缺状态；2017年，200mm晶圆需求又增长了9.2%。 

• 因为晶圆厂扩产周期为1-2年，我们预计8英寸供需紧张带来的涨价效应在2019H2将有所缓解。以联电为例，
联电计划对8寸厂和舰启动三年多来最大规模扩产，幅度达15%，预计2019Q2完成。 

• 供需紧张缓解后，供给仍将匹配需求不断增长。据SEMI预测，全球200mm晶圆厂将在2017~2022年间，实现晶
圆产能增加60wpm，增长率高达11%，预计到2022年可以实现月产600万片晶圆。 

8英寸晶圆厂数量及产能 

资料来源：SEMI 
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1、功率半导体=功率分立器件+功率IC 

3、功率分立器件：二极管、MOSFET、IGBT 

4、MOSFET：供不应求、交期延长、涨价蔓延 

6、建议关注：功率分立器件IDM、8英寸晶圆代工 

2、需求驱动力：汽车电子、工业自动化 

7、风险提示 

5、国产化良机：抢占市场、跟进涨价、进口替代 
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国产化替代良机①：大陆厂商迎发展良机 

41 

国外大厂 台系厂商 大陆厂商 

发起涨价 

跟进涨价 

稳价提高市占率 

跟进涨价 

稳价提高市占率 

稳价提高市占率 

• 在功率半导体领域，一般情况下，第三方较

难介入原有客户与供应商的合作关系。 

• 但随着全球供需紧张，国际大厂涨价蔓延和

交期延长，国内厂商可以通过在涨价形势中

维持产品价格的竞争力，从而获得潜在优质

客户资源，进一步提升产品的市场占有率。 

大厂让出低端市场 

• 随着英飞凌、意法、德仪、瑞萨、东

芝等国际大厂纷纷转攻高毛利的工业

用、车用中高压产品，淡出一般用于

PC、手机等消费电子产品用MOSFET，

本轮MOSFET等功率半导体的缺货潮

就给了国内企业一次绝佳的发展机会。 
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2017年全球TOP半导体企业在华销售额情况 

资料来源：赛迪智库 

国产化替代良机②：进口替代空间大 

42 

排名 企业 销售额（亿$） 大陆市场占比 

1 三星 635.7 42.2% 

2 英特尔 627.6 23.6% 

3 海力士 282.4 33.5% 

4 美光 203.2 51.0% 

5 高通 182.3 65.0% 

6 博通 176.4 53.6% 

7 东芝 158.7 39.4% 

8 TI 149.6 44.0% 

9 英伟达 97.1 19.5% 

10 恩智浦 92.1 45.3% 

排名 企业 销售额（亿$） 大陆市场占比 

11 意法半导体 83.5 61.3% 

12 英飞凌 82.2 25.0% 

13 联发科 81.6 70.3% 

14 瑞萨 73.0 19.3% 

15 苹果 66.7 25.0% 

16 安森美 55.4 32.2% 

17 AMD 53.3 32.8% 

18 亚德诺 52.0 16.0% 

19 美满 24.1 50.0% 

20 赛灵思 23.3 25.4% 

尽管大陆、台湾地区厂商已在二极管、晶闸管、低压MOSFET等低端功率器件领域已开始进口替代，

但国外厂商占据着大部分市场份额。 

2017年功率半导体一线厂商中：NXP有45%的收入来自中国大陆，英飞凌有25%的收入来自中国大

陆，意法半导体有61%收入来自中国大陆。 
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2017年中国大陆半导体功率器件十强企业 

资料来源：中国半导体协会 

2016年中国大陆MOSFET市场竞争格局 

资料来源：IHS, Rohm 

国产化替代良机②：进口替代空间大 

43 

28.5% 

17.1% 

7.6% 

6.9% 

4.9% 

4.2% 

4.1% 

3.8% 

2.9% 

2.5% 

1.9% 

1.9% 

1.8% 

1.2% 

1.1% 

英飞凌 

安森美（仙童） 

瑞萨 

东芝 

AOS

意法半导体 

威世 

恩智浦 

美高森美 

达尔 

士兰微 

IXYS

罗姆 

富士电机 

华微电子 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

序号 企  业  名  称 2017营收（亿元） 

1 吉林华微电子 16.4 

2 扬州扬杰电子科技 14.7 

3 苏州固锝电子 8.8 

4 无锡华润华晶微电子 \ 

5 瑞能半导体 \ 

6 常州银河世纪微电子 \ 

7 无锡新洁能 \ 

8 杭州立昂微电子 \ 

9 北京燕东微电子 \ 

10 深圳深爱半导体 \ 

• 在中高端MOSFET及IGBT主流器件市场上，国

内主要依赖进口，基本被国外欧美日企业垄

断。 

• 目前中国大陆以扬杰科技、华微电子、士兰微

为代表的功率半导体龙头企业市场占有率非常

低，进口替代的空间巨大。 



1、功率半导体=功率分立器件+功率IC 

3、功率分立器件：二极管、MOSFET、IGBT 

4、MOSFET：供不应求、交期延长、涨价蔓延 

6、建议关注：功率分立器件IDM、8英寸晶圆代工 

2、需求驱动力：汽车电子、工业自动化 

7、风险提示 

5、国产化良机：抢占市场、跟进涨价、进口替代 



请务必参阅正文之后的重要声明 

中国功率分立器件产业链主要公司 

资料来源：wind，中国半导体协会 

中国功率分立器件产业链主要公司 

45 

大陆地区 

富鼎 日月光 

力成 

菱生 

GEM 台积电 

世界先进 

联电 

汉磊 

环球晶圆 

尚志 

合晶 

台胜高 

嘉晶 

台半 

强茂 

统懋 

敦南科技 

丽正 

杰力科技 

尼克森 

杨杰科技 

士兰微 

华微电子 

华虹半导体 

中芯国际 

华润上华 

上海先进 

方正微电子 

长电科技 

通富微电 

华天科技 

大中 

台湾地区 

硅片厂 晶圆厂 封测厂 原厂 

建议关注功率分立器件相关公司，IDM主要有杨杰科技、华微电子、士兰微等；晶圆代工有华虹半导体、中芯国际等。 
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A股功率分立器件主要标的 
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介绍 

杨杰科技 

2017年中国大陆半导体功率器件十强企业中排名2。公司战略规划清晰，沿着硅基4英寸生产二极管、6寸
英生产MOSFET、8英寸生产IGBT的发展路径稳健成长。目前，公司主要产品为二极管，4英寸产能大约是
90万片/月，预计18年底到100万片/月；6英寸产线已于2017年底实现盈亏平衡，目前产能大约是3.2万片
/月，预计18年底达到8万片/月。此外，公司在战略布局8英寸产线。 

华微电子 

2017年中国大陆半导体功率器件十强企业中排名1。公司拥有4英寸、5英寸与6英寸等多条功率半导体晶
圆生产线。2017年各尺寸晶圆生产能力为330万片/年，其中5英寸产能156万/年，6英寸产能扩产至75万
/年。公司的8寸线也正在投入建设中，预计2019年下半年将投产出货。公司MOSFET收入占其总营收的
45%左右。 

士兰微 
2016 年公司6 英寸以下产能市场占有率为 5%，在全球 5-6 寸芯片制造企业里面排在第五位。目前公司
也是国内 A 股上市中唯一拥有八英寸线产能的公司。2017 年MOSFET 相关产品销售收入5 亿元左右，约
占总收入的18%。 

捷捷微电 主要产品为晶闸管、半导体防护器件。 

苏州固锝 主要产品为二极管、晶闸管等。 

台基股份 主要产品为晶闸管及其模块等。 
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扬杰科技 
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公司主要产品包括二极管、整流桥、电力电子模块等半导体功率器件，主要用于汽车电子、LED照明、

太阳能光伏、通讯电源、开关电源、家用电器等多个领域。 

内生驱动产品不断升级。公司战略规划清洗，沿着硅基4英寸生产二极管、6寸英生产MOSFET、8英

寸生产IGBT的发展路径，稳扎稳打，产线投产一代储备一代，从而实现公司的稳健成长。6寸产线已

于2017年底实现盈亏平衡，2018年底可做到第一期满产，有望持续提升盈利能力；战略布局8寸线，

积极规划8寸线，储备8寸晶圆、IGBT技术人才。公司于2018年3月控股一条位于宜兴的6寸晶圆线，

该生产线目前已能够小批量生产IGBT芯片。 

外延驱动向上游整合。公司收购成都青洋电子，获得稳定外延片供应，将IDM模式再向上游扩展。成

都青洋年产1200万片8英寸以下单晶硅切片、磨片和化学腐蚀片的生产线，产品质量及性能位于行业

领先水平。青洋电子于2018年起并表，业绩承诺实现净利润为：2018年不低于1280万元，2019年

不低于1480万元。 

我们认为公司稳扎稳打，内生驱动产品不断升级，外延驱动向上游整合青洋电子，延伸到材料领域，

下游需求旺盛将助力公司发展。建议关注。 

风险提示：公司产品研发不及预期，青洋电子协同效应不及预期。 
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华微电子 
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公司主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务。公司已建立从高端

二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内的功率半导体器件产品体系，正逐步由单

一器件供应商向整体解决方案供应商转变；同时公司积极向新能源汽车、军工等领域快速拓展，并

已取得明显效果，为公司发展奠定了坚实的基础。 

公司拥有4英寸、5英寸与6英寸等多条功率半导体晶圆生产线。2017年各尺寸晶圆生产能力为330

万片/年，封装资源为24亿只/年，处于国内同行业的领先地位。公司生产的FS-Trench IGBT、FRD

等高端功率器件在智能小家电、变频家电、充电桩等领域已经实现批量销售；公司开发了符合军工

市场要求的抗辐射MOSFET产品，产品各项性能指标已经通过客户认证；不断优化高压MOS、SBD

产品的性能指标，已经成功进入DELL、DIODES等大客户系统。 

我们认为公司功率半导体产品种类齐全，下游客户拓展顺利，有望受益于功率半导体行业高景气度。

建议关注。 

风险提示：公司产品研发不及预期，下游客户拓展不及预期。 



1、功率半导体=功率分立器件+功率IC 

3、功率分立器件：二极管、MOSFET、IGBT 

4、MOSFET：供不应求、交期延长、涨价蔓延 

6、建议关注：功率分立器件IDM、8英寸晶圆代工 

2、需求驱动力：汽车电子、工业自动化 

7、风险提示 

5、国产化良机：抢占市场、跟进涨价、进口替代 
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风险提示 

功率半导体行业周期性风险：功率半导体行业随整着体半导体行业的周期性波动而波动，如果半导体

行业景气度下降，功率半导体行业景气度也将面临下降风险。 

市场竞争加剧风险：随着国内企业技术实力的不断提升，国际竞争对手对国内企业的重视程度也在增

加，后续不排除国际竞争对手采取进一步提升在中国大陆市场竞争力的策略，这可能会使国内企业未

来面临竞争加剧的风险。 

功率半导体降价风险：功率半导体由于需求旺盛，供不应求导致涨价；如果功率半导体行业需求不及

预期，或者功率半导体供给大幅增加，当供过于求时，功率半导体将面临降价风险。 
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2017年全球分立器件（模块）市场规模超200亿美元 

资料来源：WSTS 

补充说明： WSTS分立器件包括非功率分立器件 
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根据WSTS数据，2017年全球分立器件（模块）市场规模约200亿美元，约占全球半导体市场总规模的5%。 WSTS预

计2018年分立器件（模块）市场规模将达到236亿美元。 
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中国大陆半导体分立器件市场规模（亿元） 

资料来源：中国半导体协会 

补充说明：CSIA统计的分立器件规模包括D-O-S 
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中国半导体行业协会统计的中国大陆半导体分立器件市场规模是实际上是包括了DS功率分立器件、O光电子（LED

等）和S传感器。全球功率分立器件市场规模约200亿美元，中国功率分立器件市场规模暂无可靠统计数据，我们预计

中国市场规模约占全球的60-70%，约130亿美元。 

1135.4 
1388.6 1390 

1536 

1872.4 
1999.7 

2327.7 
2473.9 

2691.2 
2893.2 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E

中国大陆半导体分立器件市场规模（亿元） 



请务必参阅正文之后的重要声明 

MOSFET市场规模 

资料来源：IHS 

补充数据： IHS预计2016-2021年MOSFET市场规模复合增长率为
3%。 
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根据IHS数据，MOSFET主要应用于汽车、工业、消费、数据处理、通信领域，2017年市场规模约
为60亿美元，预计2016-2021年复合增长率为3%。 
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补充数据： IHS预计2016-2021年IGBT市场规模复合增长率为
8%。 
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根据IHS数据， IGBT主要应用于工业和汽车领域，2017年市场规模超450亿元，预计2016-2021年

复合增长率为8%。 

MOSFET市场规模 

资料来源：IHS 
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